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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen PrOfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmeider gemaB 
Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. (an den Anmeider und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 15 Blatter; dabei handelt es sich urn 

H Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regei 

70.16 und Abschnitt 607 der Verwaitungsvorschriften). 
□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
bD (nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der^es elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , der>tiie ein Sequenzprotokoll undybder die dazugehdrigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaitungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu foigenden Punkten: 
El Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 



□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
M Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 
El Feld Nr. VIII 



Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

OBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT/EP2004A>1 0781 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handeit, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3. und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undybder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht aui(Ersatzblatter, die dem 

' Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 f 4..1 7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a, 2b, 3 eingegangen am 26.07.2005 mit Telefax 

Anspruche, Nr. 

1 .38 eingegangen am 03.02.2006 mit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

1y Q_ 3y 3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne BerGcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigef Qgten und nachstehend 
" aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigke'it und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung _ 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 


Anspruche 


1-38 


Nein: 


Anspruche 




J a: 


Anspruche 


1-38 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-38 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Peld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche ii 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu PunktV 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . ) In diesem Bericht wird auf das/die folgende/folgenden Dokument/e verwiesen: 

D1: US-A-4407320 (LEVINE JULES D) 4. Oktober 1983 
D2: EP-A-940860 (NAKATA JOSUKE) 8. September 1999 

2. ) Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordemisse des Art. 33(2)(3) PCT, weil der 
Gegenstand der unabhangigen Patentanspruche 1 und 16 neu und erfinderisch ist. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. 

Es offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Serienverschaltung von Solarzellen mit 
Halbleiterkorpern mit den folgenden Merkmalen: 

Einbringen von einem oder mehreren leitenden Korpern in eine isolierende Tragerschicht 
nach einem Muster wobei die leitenden Korper wenigstens auf einer Seite der 
Tragerschicht aus der Oberflache der Tragerschicht herausragen (siehe D1 , Abbildung 1, 
Bezugszeichen 111), und das Muster wenigstens eine Trennlinie der Breite B vorsieht, die 
aus einem oder mehreren leitenden Korpern gebildet wird (siehe D1, Spalte 3, Zeilen 17- 
26; Abbildung 1); 

Einbringen von mehreren kugel- oder kornfdrmigen Halbleiterkorpern in die isolierende 
Tragerschicht nach einem Muster, wobei die Halbleiterkorper aus Si Substratkernen 
bestehen und wenigstens auf einer Seite der Tragerschicht aus der Oberflache der 
Tragerschicht herausragen (siehe D1; Abbildung 1, Bezugszeichen 110; Spalte 3, Zeilen 
4-13), und das Muster vorsieht, dass die Bereiche neben einer oder zwischen mehreren 
Trennlinien aus leitenden Korpern mit Halbleiterkorpern bestuckt werden (siehe D1 ; 
Abbildung 1); 

Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper auf einer Seite der Tragerschicht (siehe D1 ; 
Abbildung 3b); 

Aufbringen einer leitenden Ruckkontaktschicht auf die Seite der Tragerschicht, auf welcher 
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Teile der Halbleiterkorper abgetragen wurden (siehe D1 ; Abbildung 4a, 4b; Spalte 3, 
Zeilen 57-59); 

Aufbringen einer leitenden Vorderkontaktschicht auf die Seite der Tragerschicht, auf der 
keine Halbleiterkorper abgetragen wurden (siehe D1 ; Abbildung 4a; Spalte 3, Zeilen 54-56 
and 61-63); 

Einbringen von jeweils zwei Trennschnitten entlang einer Trennlinie aus leitenden Korpern, 
wobei ein erster Trennschnitt in die Vorderkontaktschicht und ein zweiter Trennschnitt in 
die Ruckkontaktschicht eingebracht wird, die Trennschnitte auf unterschiedlichen Seiten 
der jeweiligen Trennlinie liegen, und die Trennschnitte die Ruckkontaktschicht bis zu der 
Tragerschicht durchdringen (siehe D1; Abbildung 1; Spalte 4, Zeilen 33-41). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannten 
Verfahren dadurch, dass die Halbleiterkorper aus Substratkerne bestehen, die wenigstens 
mit einer leitenden Ruckkontaktschicht aus Molybdan und einer daruber angeordneten 
Halbleiterschicht aus einem l-lll-VI Verbindungshalbleiter beschichtet sind, dass vor 
und/oder nach der Abscheidung der Vorderkontaktschicht und/oder der 
Ruckkontaktschicht eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus intrinsischem 
ZnO abgeschieden werden oder eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus 
intrinsischem ZnO bereits auf den Halbleiterkorpern abgeschieden wurden und dass beim 
Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper die Ruckkontaktschicht frei gelegt wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die neue technischen Merkmale werden dem Fachmann durch D1 nicht nahe gelegt, da 

D1 keinen Hinweis enthalt auf eine solche Struktur der Halbleiterkorper. 

Das Dokument D2 beschreibt ein Halbleiterkorper mit einem dielektrischen Substratkern, 

mit einer leitenden Ruckkontaktschicht und eine CulnSe 2 Halbleiterschicht. Die restlichen 

Merkmale der Halbleiterkorper, sowie die besondere Herstellungsverfahren einer 

Serienverschaltung nach Anspruch 1 der Anmeldung sind nicht in D2 beschrieben oder 

erwahnt. 

Daher kann der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als eine naheliegende Kombination 
der Lehre aus D1 und D2 angesehen werden. 

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch als erfinderisch betrachtet (Art. 33(3) 
PCT). 
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Mit ahnlichen Argumenten wird der Gegenstand des unabhangigen Patentanspruch 16, 
dessen Gegenstand eine Serienverschaltung von Solarzellen mit Halbleiterkdrpern ist, als 
neu und erfinderisch betrachtet (Art. 33(2)(3) PCT). 

3.) Die Anspruche 2-15 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 

Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Die Anspruche 17-37 sind vom Anspruch 16 direkt oder indirekt abhangig und erfullen 

damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 

Tatigkeit. 

4 ) Der Photovoltaikmodul von Anspruch 38 umfaBt eine Serienverschaltung von 
Solarzellen nach der Anspruche 16-37, und ist somit auch neu und erfinderisch anzusehen 
(Art. 33(2)(3) PCT). 

5.) Die Gegenstande der Patentanspruche 1-38 erfullen die Erfordernisse des Art. 33(4) 
PCT weil sie gewerblich anwendbar sind. 



Zu PunktVIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1.) Die Gegenstande der Patentanspruche 1,7,16,33 erfullen nicht die Erfordernisse des 
Art. 6 PCT, weil sie nicht klar sind. 

In den Anspruchen 1 (Verfahren) und 16 (Produkt) wird die Serienverschaltung von 
Solarzellen beansprucht. Es ist dem Fachmann aber nicht klar, wie die serienverschaltete 
Solarzellen aus den kugelformigen Halbleiterkorper ausgebildet werden. In den 
Anspruchen wird die einzelne Solarzelle nicht klar definiert, so ist die Definition des 
Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar (Artikel 6 PCT). 

Im Anspruch 7 ist der Begriff: "Hilfsmittel" vage und unklar und laBt den Leser uber die Be- 
deutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daB 
die Definition des Gegenstandes dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 
Im Anspruch 33 ist der Begriff: "bandformig" fur die Serienverschaltung vage und unklar 
und laBt den Leser uber die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im 
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Ungewissen. Anscheinend bezieht sich der Begriff auf die spezielle Form des 
Tragerschicht. Dies hat zur Folge, daB die Definition des Gegenstandes dieses 
Anspruchs nicht War ist (Artikel 6 PCT). 
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Hundert urn werden isolierte Leiterstifte eingebracht, die an 
der Vorderseite fest mit einer leitfahigen Schicht verbunden 
werden. Die Reihenverschaltung der Arrays wird uber die An- 
bringung von Leiterbrucken vorgenommen, wonach die Arrays am 
5 Ende des Vorgangs voneinander elektrisch getrennt werden. Die 
Trennstellen werden mit isolierenden und gleichzeitig kleben- 
den Materialien vergossen. 



In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel , das ebenfalls in der 
10 Deutschen Of f enlegungsschrif t DE 100 52 914 Al beschrieben 

wird # wird bei der Hers t el lung des Halbleiterbauelementesys- 
terns so verfahren, dass abwechselnd auf def inierten Flachen 
unterschiedliche Halbleiterbauelementtypen (n- und p-Material) 
aufgebracht werden. So bilden sich auf einer Seite eines Sys- 
15 terns abwechselnd Bereiche mit positiven oder negativen Elek- 
troden aus, die durch eine integrierte Verschaltung in Reihe 
verbunden werden konnen. Dazu werden die Elektrodenschichten 
abwechselnd oben und unten unterbrochen . Die Aufbringung von 
unterschiedlichen Halbleiterbauelementtypen zur Erzeugung ei- 
2 0 ner Flache mit unterschiedlichen Elektroden stellt jedoch ein 
aufwandiges Verfahren dar. 

Aus der US - Patent schri ft US 4,407,320 ist ferner ein Verfahren 
zur Herstellung von Solarzellen bekannt, bei dem kugelformige 

25 Halbleiterkorper in eine isolierende Schicht eingebracht wer- 
den. Die Kugeln weisen auf einer Seite einen Halbleiter vom 
Typ n auf, wahrend sie auf der anderen Seite einen Halbleiter- 
typ p auf weisen. Auf beiden Seiten der isolierenden Schicht 
wird jeweils eine leitende Schicht aufgebracht, urn die Kugeln 

30 miteinander zu verbinden. Ferner werden leitende Trennlinien 

aus Kugeln, einer Paste oder beispielsweise einem Draht herge- 
stellt. Urn eine Serienverschaltung herzustellen, werden auf 
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beiden Seiten der leitenden Trennlinie wechselseitig Schnitte 
in die leitenden Schichten eingebracht. 

Es ist femer bekannt, unabhangige spharische Halbleiterbau- 
5 elemente auszubilden, welche vollstandige Halbleiter inklusive 
der erforderlichen Elektroden darstellen. Beispielsweise ist 
es aus der Europaischen Patentanmeldung EP 0 940 860 Al be- 
kannt, einen spharischen Kern durch Maskierungen, Atzschritte 
und das Aufbringen von verschiedenen Material schichten zu ei- 

10 nem spharischen Halbleiterbauelement auszubilden. Derartige 
Halbleiterbauelemente kdnnen als Solarzellen eingesetzt wer- 
den, wenn der p/n-Ubergang so gewahlt ist, dass er einfallen- 
des Licht in Energie umwandeln kann. Ist der p/n-Ubergang so 
ausgebildet, dass er eine angelegte Spannung in Licht umwan- 

15 deln kann, kann das Halbleiterbauelement als Licht emittieren- 
des Element eingesetzt werden. 

Ferner offenbart die US - Patent schri ft US 5,578,503 ein Verfah- 
ren zum schnellen Herstellen von Chalkopyrit-Halbleiter- 

20 schichten auf einem Substrat, bei dem einzelne Schichten der 
Elemente Kupfer, Indium oder Gallium und Schwefel oder Selen 
in elementarer Form oder als binare zwischenelementare Verbin- 
dung auf ein Substrat aufgebracht werden. Das Substrat mit dem 
Schichtaufbau wird daraufhin schnell aufgeheizt und zwischen 

25 10 Sekunden und einer Stunde auf einer Temperatur von a 350 °C 
gehalten. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung 
von Serienverschaltungen von Solarzellen mit integrierten 
30 Halbleiterkorpern bereitzustellen, das mit wenigen und einfa- 
chen Verfahrensschritten durchfuhrbar ist. 
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Perner ist es Aufgabe der Erfindung, eine Serienverschaltung 
von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkorpern bereitzu- 
stellen, die durch wenige und einfach durchzufuhrende Verfah- 
5 rensschritte hergestellt ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es ferner, ein Photovoltaikmodul mit 
serienverschalteten Solarzellen bereitzustellen . 

10 ErfindungsgemaS wird diese Aufgabe durch die Merkmale der An- 
spruche 1, 18 und 43 gelost . Vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

Bei dem erf indungsgemaSen Verfahren zur Herstellung einer Se- 
15 rienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halbleiter- 
korpern werden ein oder mehrere leitende Korper und kugel- o- 
der kornformige Halbleiterkorper nach einem Muster in eine i- 
solierende Tragerschicht eingebracht, wobei die Korper wenigs- 
tens auf einer Seite der Tragerschicht aus der Oberflache der 
20 Tragerschicht herausragen, und das Muster wenigstens eine 
durchgehende Trennlinie der Breite B aus leitenden Korpern 
vorsieht. Die Bereiche neben einer Trennlinie oder zwischen 
mehreren Linien werden mit Halbleiterkorpern bestuckt . 

25 In einem besonders bevorzugten Aus fuhrungsbei spiel der Erfin- 
dung sieht das Muster in der Tragerschicht vor, dass zwischen 
einer Trennlinie und einem Bereich, der mit Halbleiterkorpern 
bestuckt ist, ein Abstand liegt, so dass sich neben einer 
Trennlinie ein dunner Streifen ergibt, in welchen Trennschnit- 

30 te eingebracht werden konnen, ohne dass die leitenden Korper 
oder die Halbleiterkorper dabei beruhrt und ebenfalls durch- 
trennt werden. Es ist auch moglich, keinen Abstand vorzusehen, 
so dass die Trennschnitte so eingebracht werden, dass dadurch 
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Telle der leitenden Korper und/oder der Halbleiterkdrper abge- 
trennt werden. 

Bel den in die Tragerschicht eingebrachten Korpem kann es 
5 sich beispielsweise urn Korper aus Vollmaterial oder 
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Neue Fatentansprilche: 

1. Verfahren zur Herstellung einer Serienverschaltung von So- 
larzellen mit integrierten Halbleiterkorpern, 
gekennzeichnet 
durch folgende Merkmale: 

Einbringen von einem Oder mehreren leitenden Korpern (20) 
in elne isolierende Tragerschicht (10) nach einem Muster 
wobei die leitenden Korper (20) wenigstens auf einer Sei- 
te der Tragerschicht aus der Oberf l&che der Tragerschicht 
herausragen, und das Muster wenigstens eine Trennlinie 
(21) der Breite B vorsieht, die aus einem oder mehreren 
leitenden Korpern (20) gebildet wird; 

Einbringen von mehreren kugel- oder Jcornf 6rmigen Halblei- 
terkorpern (30) in die isolierende Tragerschicht (10) 
nach einem Muster, wobei die Halbleiterkorper (30) aus 
Substratkernen beetehen, die wenigstens mit einer leiten- 
den Ruckkontaktschicht aus Molybd&n und einer dariiber an- 
geordneten Halbleiterschicht aus einem I-III-VI- 
Verbindungshalbleiter beschichtet sind, die Halbleiter- 
korper (3 0) wenigstens auf einer Seite der Tragerschicht 
aus der Oberf lache der Tragerschicht herausragen, und das 
Muster vorBieht, dass die Bereiche neben einer oder zwi- 
schen mehreren Trennlinien (21) aus leitenden Korpern 
(20) mit Halbleiterkorpern (30) bestftckt werden; 
Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper (30) auf einer 
Seite der Tragerschicht (10) bis die Riickkontaktachicht 
der Halbleiterkorper (30) frei gelegt ist; 
Aufbringen einer leitenden Ruckkontaktschicht (50) auf 
die Seite der Tragerschicht (10) , auf welcher Teile der 
Halbleiterkorper (30) abgetragen wurden; 

Aufbringen einer leitenden Vorderkontaktschicht (40) auf 
die Seite der Tragerschicht (10), auf der keine Halblei- 
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terkorper abgetragen wurden, «ob»i vor und/oder nach de r 
^ 9C heidung d~ v^rderkont ak ts chicht (4 0) und/oder der 
Pnr.kkontaktarH^t (SO) e in e Buf fer schicht aus CdS 
W/oder ein* schicht aus Intrinsischem Zinkoxid abge- 
qf ,vn*den werd^ oder eine B uf f e rschic ht aus CdS und/oder 
gj tie schicht ™* intrins? *^m Zinko^d bereits auf den 
.^ndeten korn, nder kuq el f ormigen H albleiterkorpern 
(30) abqeschieden wurden; 

Einbringen von jeweils zwei Trennschnitten (60; 61) ent- 
lang einer Trennlinie (21) aus leitenden Korpem (20), 
wobei ein erster Trennschnitt (60) in die Vorderkontakt- 
schicht (40) und ein zweiter Trennschnitt (61) in die 
Ruckkontaktschicht eingebracht wird, die Trennschnitte 
auf unterschiedlichen Seiten der jeweiligen Trennlinie 
(21) liegen, und die Trennschnitte (60;61) die Ruckkon- 
taktschicht (50) bis zu der Tragerechicht (10) durchdrin- 



gen. 



2. verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeieb.net, 

dass die kugel- oder kornformigen Halbleiterkorper (30) eine 
Schicht aus einem TCO (Transparent Conductive Oxide) aufwei- 



sen. 



3 . Verfahren nach einem oder beiden der vorangegangen Anspruche 

l und 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass neben dem Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper (30) 
Teile der leitenden Korper (20) abgetragen werden. 

4 , verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen Ansprii- 

che, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 
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dass neben dem Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper (3 0) 
ein Teil der Tr&gerschicht (10) abgetragen wird. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen Anspru- 

5 che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daBs die leitenden Korper (20) und/oder die Halbleiterkorper 
(3 0) durch Streuen, Stauben und/oder Drucken auf die Trager- 
schicht (10) aufgebracht und danach in die Tragerschicht 
10 eingebracht werden. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen Ansprii- 

che, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 dass mehrere leitende Korper (20) in Form von kugel- oder 

kornformigen Partikeln, in Form von Bandern oder in Form ei- 
ner Paste in die Tragerschicht (10) eingebracht werden. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
20 spr&che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die leitenden Korper (20) und/oder die Halbleiterkorper 
(30) durch ein Hilfsmittel zu einem Muster angeordnet wer- 
den, und die Korper (20; 30) mit dem Hilfsmittel auf und/oder 
25 in der Tragerschicht platziert werden. 

8 . Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
spr ttche , 

dadurch gekennzeich.net, 
3 0 dass die Tragerschicht (10) eine Matrix mit Aussparungen 

ist, in welche die Korper (20; 30) eingebracht werden. 
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9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
spruche , 

dadurch g e k e n n z a i e h n e t , 

dass die Korper (20; 30) durch einen Erwarmungs- und/oder 
5 Pressvorgang in die Tragerschicht (10) eingebracht warden. 

10 . verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
Bprdche , 

da durch gekennzeichxiet, 

10 dass eich eine Trennlinie (21) aus leitenden Korpern (20) 

zwischen zwei gegenuber liegenden Kanten der Tragerschacht 
(10) erstreckt. 

11 . verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 

IS spruche, 

dadurcft g e k e a n z e i c h a e t , 

daes das Abtragen der Korper (20;30) und/oder der Trager- 
schicht (10) durch Schleifen, Polieren, Atzen, thermischen 
Energieeintrag und/oder photolithographische Prozesse er- 
20 folgt. 

12. verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
spruche , 

da durch g e k e a n z e i c h n e t , 

25 dass die Ruckkontaktschicht (50) und die Vcrderkontakt- 

schicht (40) durch PVD-Verfahren, CVD-Verf ahren oder andere 
auf die Art der jeweiligen Schicht abgestimmte Verfahren 
abgeschieden v/erden. 



3 0 13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen 
spruche , 

d a d u r c h gekeanzeicb.net, 



An- 
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dass die Trennschnitte (60; SI) durch Verfahren wie Schnei- 
den, Ritzen, Atzen, thermischen Energieeintrag oder photo- 
lithogr aphis che Prozesse eingebracht werden. 

14 . Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
spr&che , 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

dass die Breite einer Trennlinie (21) in der Grofienordnung 
von B = 10p.m-3mTn, insbeeondere zwischen 10^m-500iim, liegt. 



15 . Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abstand zwischen zwei Trennlinien (21) in der Gro- 
15 JSenordnung von lnmi~3cm, insbesondere zwischen 3mm-5nim, 

liegt- 

16. Serienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halb- 
1 e i t er k6rper n , 

20 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Serienverschaltung wenigstens folgende Merkmale 
aufweist : 

- eine isolierende Tragerschicht (10), in welche ein oder 
mehrere leitende Korper (20) nach einem Muster einge- 

25 bracht sind, wobei die leitenden Korper (20) wenigstens 

auf einer Seite der Tragerschicht aua der Oberf lache 
der Tragerschicht heraueragen, und das Muster wenigs- 
tens eine Trennlinie (21) der Breite B vorsieht, die 
aus einem oder mehreren leitenden Kdrpern (20) gebildet 

3 0 sind; 

- mehrere kugel- oder kornf ormige Halbleiterkorper (30) 
in der isolierenden Tragerschicht (10) , wobei die Halb- 
leiterkorper (30) aus einem Substratkem bestehen, der 
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wenigstens mit einer leitenden Ruckkontaktschicht aus 
Molvbdan u nd einer Halbleiterschicht aus einem I-III- 
yi-Verbindungshalbleiter beschichtet ist und die Halb- 
leiterk6rper (30) wenigstens auf einer Seite der Tra- 
5 gerschicht aus der Oberflache der Tragerschicht heraus- 

ragen und ein Muster bilden, in dem die Bereiche neben 
einer oder zwischen mebreren Trennlinien (21) roit Halb- 
leiterkdrpern (30) bestuckt sind; 

eine leitende Vorderkontaktschicht (40) auf einer Seite 
der Tragerschicht (10), auf der die Korper (20;30) aus 
der Schicht herausragenj 
- eine leitende Ruckkontaktschicht (50) auf der Seite der 
Tragerschicht, die der Vorderkontakt schicht (40) gegen- 
uber liegt; 

. eine Buf f erschicht aus CdS und/ oder eine Schicht aus 
Jnferinaischam Zinkoxid oder e ine Buf f erschicht aus CdS 
und/oder eine Schicht aus i ntrinsischem Zinkoxid be- 
reits auf den verwendeten korn- oder kugelfSrmigen 
Halbleiterkorpera (30) ; 

- jeweils zwei Trennschnitte (60,-61) entlang einer Reihe 
aus Leiterkorpem (20) , wobei ein erster Trennschnitt 
(60) in die Vorderkontakt schicht (40) und ein zweiter 
Trennschnitt (61) in die Ruckkontaktschicht eingebracht 
ist, die Trennschnitte auf unterschiedlichen Seiten der 
jeweiligen Reihe aus Leiterkorpem (20) liegen, und die 
Trennschnitte (60; 61) die Ruckkontaktschicht (50) bis 
zu der Tragerschicht (10) durchdringen; und 

- wenigstens einer der Halbleiterkdrper (3 0) auf der Sei- 
te der Tragerschicht (10) , auf welcher die Ruckkontakt- 
schicht (50) der solarzelle angeordnet ist, eine Flache 
aufweist, uber die ein direkter Kontakt zwischen der 
Ruckkontaktschicht (50) der Solarzelle und der Ruckkon- 
taktschicht des Halbleiterkorpera (3 0) beBteht. 



15 



20 



25 



30 
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17. Serienverschaltung nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Tragerschicht (10) aus einem thermoplastischen Ma- 
5 terial besteht, 

18 . Serienverschaltung nach einem Oder beiden der Anspriiche 16 
und 17 , 

dadurch. gekennzeichnet, 
10 dass die Tragerschicht (10) aus einem Polymer aus der Grup- 

pe der Epoxide, Polyurethane, Polyacryle, Polycarbonate, 
Polyester und/oder Polyimide besteht . 

19 . serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprftche 
15 16 bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein lei tender Korper (20) durch eine Paste oder ein 
Band gebildet wird. 

20 20. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspruche 
16 bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein leitender Korper (20) durch einen kugel- oder 
kornformigen Partikel gebildet wird. 

25 

21. Serienverschaltung nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein leitender Korper (20) in Vollmaterial aus einem 
leitenden Material besteht, oder ein leitender K6rper <20) 
3 0 aus einem Substratkern besteht, der mit einem leitenden Ma- 

terial beschichtet ist. 



22. Serienverschaltung nach Anspruch 21 , 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass ein leitender Korper (20) in Vollmaterial aus Kupfer 
oder einem Substratkem besteht, der mit Kupfer beschichtet 
ist . 

23. Verfahren nach einem Oder mehreren der Anspruche 16 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Halbleiterkorper (3 0) eine Schicht aus einem TCO 
(Transparent Conductive Oxide) aufweisen. 

24 . Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspruche 
16 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Trennlinie (21) aus leitenden Karpern (20) im We- 
sent lichen gerade ist und sich zwischen zwei gegenOber lie- 
genden Kanten der Trager schicht (10) erstreckt. 

25. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprtiche 
16 bis 24 r 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Breite einer Trennlinie (21) in der GroSenordnung 
von B = 10|im-3mm, insbesondere zwischen 10]im-500|im, liegt. 

26. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspruche 
16 bis 25, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abstand zwischen zwei Trennlinien (21) in der Grd- 
fienordnung von lmm-3cm, insbesondere zwischen 3mm-5mm, 
liegt . 

27. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspruche 
16 bis 26, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Vorderkontaktschicht (40) aus einem leitenden Ma- 
terial besteht. 

28. Serienverschaltung nach Anspruch 27, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vorderkontaktschicht (40) aus einem TCO (Transpa- 
rent Conductive Oxide) besteht. 

29. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspruche 
10 16 bis 28, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Rfickkontaktschicht (50) aus einem Metall, einem 
TCO (Transparent Conductive Oxide) oder einem leitfShigen 
Polymer besteht. 

15 

30- Serienverschaltung nach Anspruch 29, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die ROckkontaktschicht (50) aus einem Polymer aus der 
Gruppe der Epoxidharze, Polyurethane , und/oder Polyimide 
20 mit leitfahigen Partikeln einer Gruppe aus Kohlenstoff , In- 

dium, Nickel, Silber, Molybdan, Eisen, Nickelchrom, Alumi- 
nium und/oder entsprechenden Legierungen bzw- Oxiden be- 
steht . 

25 31. Serienverschaltung nach Anspruch 30, 

dadurch gekennzeichnet, 

das3 die Ruckkontaktschicht (50) aus einem intrinsischen 
leitfahigen Polymer besteht. 

30 32. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Ansprftche 
16 bis 31, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Trennschnitte (60; 61) rait einem isolierenden Mate- 
rial aufgefttllt sind. 

33. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspruche 
5 16 bis 32, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Serienverschaltung bandformig ist. 

34. Serienverschaltung nach. einem oder mehreren der Ansprttche 
10 16 bis 33, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Breite der Serienverschaltung in der Grofienordnung 
von 5-30 cm, insbesondere bei etwa 10cm, liegt. 

15 35. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
16 bis 34 , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Serienverschaltung so mit einer anderen Serienver- 
schaltung verbunden ist, dass die Rftckkontaktschicht (50) 
20 in Kontakt mit einer Vorderkontaktschicht der anderen Se- 

rienverschaltung steht, 

36. Serienverschaltung nach Anspruch 35, 

dadurch gekennzeichnet, 
25 dass die Serienverschaltung schindelartig mit wenigstens 

einer anderen Serienverschaltung verbunden ist, wobei die 
Ruckkontaktschicht (50) auf einer Vorderkontaktschicht oder 
die Vorderkontaktschicht (40) auf einer ROckkontaktschicht 
der anderen Serienverschaltung liegt. 



30 



37. Serienverschaltung nach einem oder beiden der Anspruche 35 
und 36, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Rilckkontaktschicht (50) mit einem leitfahigen Kle- 
ber ndt einer Vorderkontaktschicht dear anderen Serienver- 
schaltung verbunden ist. 

5 38 . photovoltaikmodul, 

dadurch g e k e n n a e i e li n e t , 

dass es eine serienverschaltung nach. einem oder mehxeren 
der Anspr&che 16 bis 37 umfasst. 
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